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ARAHA}.I KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungt 7 muka surat bercetak dan
TrGAf3) soalan sebelum anda memulakan peperiftsaan ini.
Jawab LUAfS) soalan sahaja.
Aglhan markah bagi s*iap soalan diberikan di sut sebelah kanan soalan berkenaan.




k= 1.38 y5 16-23 ;6-l
T=300k ,
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l. (a) Di dalarn suatu hablur silikon nilai medan elelcrik di satah x1
(tegak kepada palsi x) adalatr tidak sifar. Di x1, ketumpatan
elektronnya ialatr 106 cm'3 dan ketrrmpatan ele*tron adalah tidak
seragun dalam arah yang menegak ke satah tersebut. Adalah didapati




Terangkan mengapa tidak ada arus yang mengalir.
Jika medan elekrik ialah -103 Vcm'l (dalam arah negatif x),
kiralah kecerunan elektron datam arah menegak ke satah tersebut'
(b)
(ro%)
Rajah 1 yang diberikan menunjukkan taburan cas di kawasan susutan di












dan V ialah voltan, p = ketumpatan cas
e = kebertelusan
Tunjukkan aras tenaga Fermi intrinsik Eri diberikan sebagai
q2 N^
EFi --qV - # 82 -zxd)
Lakarkan aras-aras tenaga untuk bahan tersebut dan berikan penjolasan
ringkas mengenainya.
(ro%)
2. (a) Lakarkan model litar setara isyarat kecil suatu diod dan berikan
penjelasan ringkas mengenainya
(6Vr)
(b) Bila suanr diod dipincang depan, saiz cas adalatr sama di kedua-dua bahagian
simpang diod tersebut.
Qj:qND dn=qNedp
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dp do idah panjang kawasan susutan di bahagian p dan n diod tersebut.
(c) Cnrnakan gambarajatr dan jelaskan tiga prinsip mekanisme keruntuhan
sesuahr diod.
(6%)
(a) Terangkan dengan terperinci perrgaliran elelctron dan lubang bagi transistor
pNP seperti yang ditunjukkan di dalam Rajah 2, dengan menunjukkan arah
pengaliran dan kawasan kesusutan.
Rq,ah 2





(c) Lukiskan ciri-ciri keluaran tapak sepunya. Tunjukkan ketiga-tiga kawasan
dan nilai-nilai tipikal bagi arus-anrs dan voltan-voltan.
(20%)
4. (a) Lakarkan safir model s€tara isyarat-kecit bagi tiaptiap transi$tor BJT dan
FET. Namakan dan terangkan parameter-paf,ameter yurg digunakan dalam
lakaran di atas.
Terangkan kegunaan litar setara ini.
(6%>
(b) Suaflr transistor mempunyai pararneter-parameterberikut:-
a = 0.98
F = 0'99
apabila IB adalah 5mA, In bernilai 20pA.
Hia.rngkan:-
(i) komponen arus tapak yang disebabkan oleh elelctron yang disuntik
dari tapak ke pemancar.
(ii) anrs tapak yang menggantikan pembawa utarnayang hilang menerusi
pencantuman semula dalam tapak, dan








Rajah 3 di atas menunjukkan $uatu tatssusunan litar tansistor. Lukiskan ciri transistor
bagi liar di atas. Pada ciri tersebut lukiskan garis beban bagi litar berkenaan.
Apakah keutamaan garis beban ini?
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(a)
R4iatt 4
R&jah 4 menunjukkan keraan-lintas bagi Jr,Er salir-n.
(i) Labelkan gambarajah di atas
(ii) Lakarkan dan terangkan benttrk ciri-ciri salur; ttrnjukkan dan namakan
kawasan-kawasan berkenaan.
(iii) Berikan simbol bagi JFET,
(ro%)
(b) Tuliskan not&-nota pendek mengenai berikut, serta nyatakan keutamaan-
kzutamaan mereka,
(i) Penguatkebezaanasas.(ii) cMos
(iii) Litar terkamil
(ro%)
- oooOooo -
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